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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

シリコン材料のドライエッチングにおいて，50nm以下の微細パターンをEB描画技
術を用いて形成する要素技術としてマスク材料であるHSQのドライエッチング特性，
対シリコン選択比とガス組成との関係を検討したので報告する。

実験
Experimental

エッチングはULVAC社製ICP-RIEを用いて行い，エッチングガスは塩素ガスに酸素
を添加したものを使用した。エッチングサンプルはシリコンウエハー上にHSQを
約300nm塗布した後プリベーク及びポストベーク処理をしたものとＰ型シリコンウ
エハー及び熱酸化膜付きウエハーを用いた。エッチング深さはTohospec3100及
びDektak XTを用いカプトンテープでマスクした領域と被エッチング領域との膜厚
或いは段差測定値から求めた。エッチングのプラズマ条件はICP Power; 400W,
Bias Power; 30W。 エッチング時間は２minとした。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1にはエッチングガスとして用いた塩素ガス＋酸素中の酸素量とHSQ，シリコ
ン及びシリコン熱酸化膜のエッチング深さ及びSi／HSQ選択比との関係を示した。
酸素添加量の増加と共にシリコンのエッチング深さは増大し，HSQ及び熱酸化膜の
エッチング深さは減少し，酸素添加 15％以上20％に向かってシリコンのエッチン
グ速度は遅くな る傾向を示し た。それに伴い，S i / H S Q選択比は酸素添加
量10％～15％で極大値を示した。HSQのエッチング深さは熱酸化膜のエッチング
深さの約2倍の値を示し，HSQ中に含まれるHによりプラズマ耐性が熱酸化膜より
低いものと考えられる。
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Fig.1 Effect of O2 percentage on Etching depth and Selectivity Si/HSG or SiO2
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